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BftflfihraibunQ 

Hintergrund der Erfindung 

Die Erfindung betrifft ein Halbleiterbauelement, wie es in der Fernsehindustrie usw. 
verwendet wird. Sie betrifft insbesondere einen Festkorper-Farbbildsensor mit einer 
Photodiode. 

Als Festkorper-Bildabtastbauelement ist derzeit ein Festkorper-Farbbildsensor in Form eines 
chipgebundenen Farbfilters/filtergebundenen Sensors erhaltlich. 

Bei dem auf einem Siliciumsubstrat gebildeten Halbleiterbauelement wurde bisher als 
Schutz vor Feuchtigkeit, die zur Metallkorrosion fuhrt, die OberflSche des Bauelements im 
allgemeinen mit einer Si0 2 -Schicht geschQtzt und dann durch Verkapselung hermetisch 
versiegelt. 

Wenn die Si0 2 -Schicht Flecken aufweist, konnen verschiedene Probleme auftreten. Weist 
beispielsweise ein FestkSrper-Farbbildsensor auf der Oberflache des Bildbereichs Flecken 
auf, zeigen sich die Flecken als Schatten im Bild, so da(3 das Bild fehlerhaft erscheint. Mit 
einer Isolierschicht, beispielsweise einer Si0 2 -Schicht, bedeckte Halbleiterbauelemente, die 
nicht weiter behandelt werden, neigen zur elektrischen Aufladung, so daB die Flecken aus 
Staub und dergleichen leicht an der OberflSche des Bauelements haften bleiben. Das 
Aufladungsrisiko ist besonders groB bei der Montage, bei der das Halbleiterbauelement in 
eine Baugruppe eingefugt wird. 

In dlesem Zusammenhang ist das Auftragen eines antistatisch wirkenden Mittels oder die 
Bildung einer transparenten Harzschicht, die ein antistatisch wirkendes Mittei enthSIt, auf 
der Oberflache des Hal bleiter bauelements vorgeschlagen worden. GemaB diesem Vor- 
schlag (japanische Patentanmeldung Nr. Sho 59-92338, KOKAI-Nr. Sho 60-236374) wird 
die auGersteOberfiachedesHalbleiterbauetements oder das Farbfilter-Halbleiterbauelement 
auf dem Chip entsprechend behandelt. 

Das Farbfilter besteht daneben aus einem organischen Material. Es besteht die MOglich- 
keit, daB sich in dem organischen Material Mikroorganismen entwickeln und ausbreiten. 
Auch durch Verunreinlgungen auf Vorder- und Ruckseite der abdichtenden Glasplatte 
konnen sich Mikroorganismen entwickeln und ausbreiten. Urn dergleichen abzuwenden, 
wird die gleichmaBige Beschichtung der auSersten OberflSche des Farbfilters oder der 
Oberflachen des Abdichtglases mit einem transparenten Harz, das ein Schimmelverhu- 
tungsmittel enthalt, vorgeschlagen (japanische Patentanmeldung Nr. Sho 58-167731, 
KOKAI-Nr. Sho 60-58681). 
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Dabei handelt es sich jedoch urn sine Schutzschicht, die durch GieBen oder Schleuderbe- 
schichten gebildet wird. Dabei ist es schwierig, eine Schicht mit einer Dicke in der GroBen- 
ordnung eines Nanometers zu bilden. AuBerdem besteht die Gefahr, daB die als Diinn- 
schicht gebildete Schutzschicht sich gern von der Oberfiache abldst. 

Patent Abstracts of Japan, Band 14, Nr. 336 (E-953) vom 19. Juli 1990 und die JP-A- 
21 13523 betreffen die Bildung einer monomolekularen Schicht aus organischem Silicium- 
oxid auf Silicium durch Behandlung der SiliciumoberflSche mit einem Chlorsilan wie 
Trimethylchlorsilan. 

Zusammenfassung der Erfindung 

Es ist die Auf gabe der Erfindung, ein Halbleiterbauelement zur VerfQgung zu stellen, das 
mit einer Schutzschicht versehen ist, die hervorragend wasser- und filabweisend, haltbar 
sowie schmutzabweisend ist, indem eine sehr dflnne gleichmaBige Schicht mit einer Dicke 
im Nanometerbereich auf der Oberfiache eines Halbleiterbauelements oder eines Farbfilters 
gebildet wird. Es ist auch die Aufgabe der Erfindung, ein Herstellungsverfahren dafur zur 
Verfugung zu stellen. 

Fur die Zwecke der Erfindung wird eine chemisch gebundene Schicht mit Siloxanbindun- 
gen auf der Oberfiache eines Halbleiterbauelements oder eines Farbfilters eines Festkdrper- 
Farbbildsensors gebildet, 

Bei der vorliegenden Erfindung sotlte die chemisch gebundene Schicht vorzugsweise eine 
monomolekulare Schicht sein. 

Da auf der Oberfiache eines Halbleiterbauelements oder eines Farbfilters eines Festkfirper- 
Farbbildsensors eine chemisch gebundene Schicht mit Siloxanbindungen gebildet ist, ist 
mit der Erfindung eine Schutzschicht erhaltlich, die hervorragend wasser- und fflabwei- 
send, haltbar und schmutzabweisend ist. Weil diese Schicht auBerordentiich diinn und in 
Nanometern oder Angstrom (1 Angstrom = 0,1 nm) zu messen ist, bildet sie eine Schutz- 
schicht von hervorra gender Transparenz und beeintrfichtigt die Funktion des Festktirper- 
Farbbildsensors nicht. 

Kurzbeschreibung der Zeichnungen 

Fig. 1 ist ein schematisches Schnittbild der Oberfiache des erfindungsgemaSen Halbleiter- 
bauelements, das das Verfahren nach Beispiel 1 darstellt; 
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Fig. 2 ist ein schematisches Schnittbild der Oberfiache des erfindungsgemfiBen Halbleiter- 
bauelements vor tier Behandlung nach Beispiel 1; 

Fig. 3 ist ein schematisches Schnittbild eines Festkorper-Farbbildsensors, bel dem ein 
Halbleiterbauelement, ein Farbfilter und eine transparente Platte dicht aneinander haften, 
womit das Verfahren nach Beispiel 2 dargestellt wird; 

Fig. 4 ist ein schematisches Schnittbild eines FestkSrper-Farbbildsensors, bei dem ein 
Halbleiterbauelement und ein Farbfilter dicht aneinander haften, womit das Verfahren nach 
Beispiei 3 dargestellt wird; 

Fig. 5 ist eine Explosionszeichnung eines schematischen Schnittbilds eines Festkorper- 
Farbbildsensors, der ein Halbleiterbauelement und ein Farbfilter mit transparenter Platte 
aufweist, womit das Verfahren nach Beispiel 4 dargestellt und der Zustand bei Bildung der 
monomolekularen Schutzschlcht gezeigt wird; 

Fig. 6 ist eine Explosionszeichnung eines schematischen Schnittbilds eines Festkorper- 
Farbbildsensors, womit das Verfahren nach Beispiel 4 dargestellt und der Zustand der 
Haftbereiche beim Atzen gezeigt wird; 

Fig. 7 ist ein schematisches Schnittbild eines erfindungsgemaSen FestkOrper-Farbbildsen- 
sors, womit das Verfahren nach Beispiel 4 dargestellt und der Zustand des Halbleiterbau- 
elements und des Farbfilters, die zusammengefugt sind, gezeigt wird. 

Fig. 8 ist eine schematische Darsteliung des Kontaktwinkels zwischen einem Festkorper 
und einer ROssigkeit; und 

Fig. 9 ist eine schematische Darsteliung einer Vorrichtung zum Messen des Kontaktwin- 
kels. 
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AusfOhriiche Beschreibung der Erfindung 



Die erfindungsgemSBe chemisch gebundene Schicht wird durch Reaktion zwischen einem 
Chlorsilan-Oberfiachenbehandlungsmittel und einer auf der OberflSche vorhandenen 
Hydroxylgruppe auf der OberflSche gebildet. 

Wenn die Oberflache durch eine Si0 2 -Schicht geschutzt ist, ist eine groBe Zahl von 
Hydroxylgruppen vorhanden. Ist die OberflSche jedoch ein Harz, wie es bei einem Farb- 
filter-Festkorper-Bildabtastbauelement auf einem Chip der Fall ist, ist nur eine sehr kleine 
Zahl von Hydroxylgruppen vorhanden, und die OberflSche kann hydrophil gemacht wer- 
den, indem man sie einer Plasmabehandlung Oder einer Bestrahlung mit UV-Licht unter- 
wirft oder eine Siloxanschicht bildet 

ErflndungsgemaR wird die hydrophile OberflSche mit einem nichtwSBrigen L8sungsrnittel 
in Kontakt gebracht, das ein Chlorsilan-OberflSchenbehandlungsmittel mit gerader Kohlen- 
stoffkette, beispielsweise ein Fluoralkyl oder ein Alkyl, enthSIt, urn die Chlorsilylgruppe 
{SiCUXa^, wobei n = 1, 2, oder 3 und X eine funktionelle Gruppe bedeutet) des Mittels 
mit den Hydroxylgruppen auf der OberflSche umzusetzen, so daB sich auf der OberflSche 
eine aus dern Behandlungsmittel bestehende monomolekulare Schicht bilden kann. 

Bei einem anderen Verfahren wird eine Oberflache mit einem nicht wSBrigen Lasungsmittel 
in Kontakt gebracht, das ein Chlorsilanderivat mit mehr als zwei Chloratomen enthalt, die 
direkt an das Siliciumatom gebunden sind, urn das Derivat mit der Hydroxylgruppe auf der 
OberflSche umzusetzen, Dann wird die Oberflache mit einem nichtwSBrigen organischen 
Lfisungsmittei gewaschen, urn das auf der Oberflache verbliebene QberschQssige Derivat 
zu entfernen. Dadurch erhSIt die OberflSche eine Silanolschicht mit einer groSen Anzahl 
von Hydroxylgruppen, 

AnschlieBend wird ein Chlorsilan-Oberflachenbehandlungsmittel mit unverzweigtem 
Fluoralkyl oder Alkyl an die Hydroxylgruppen der Silanolschicht gebunden, wodurch auf 
der OberflSche eine chemisch gebundene monomolekulare Fluoralkyl- oder Alkylschicht 
gebildet wird. 
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ErfindungsgemfiB tst es mdglich, dine monomolekulare Fluoralkyl- Oder Alkylschicht sehr 
geringer Dicks im Nanometerbereich auf der Oberfiache beispielsweise eines Halblelterbau- 
elements, eines Farbfiiters, einer transparenten Platte o.a. zu bilden. Die Oberfiache der 
erzielten Schicht ist weniger ielcht zu beschfidtgen, auBerordentlich haltbar, wasser- und 
61- sowie schmutzabweisend. 

Beispieie von Chlorsilan-Oberfiachenbehandlungsmitteln mit Fluoralkyl fur die Erfindung 

sind nicht nur Trichlorsilan-Oberfiachenbehandlungsmittel wle 

CF 3 (CF 2 MCH 2 ) 2 SiCI 3 . 

CF 3 CH 2 0(CH 2 ) 16 SiCI 3 , 

CF 3 (CH 2 ) 2 Si(CH 3 ) 2 (CH 2 ) 16 SiCl 3 , 

F(CF 2 MCH 2 ) 2 Si(CH 3 ) 2 (CH 2 ) a SiCI 3 , 

F(CH 2 ) 8 (CH 2 ) 2 Si(CH 3 ) 2 (CH 2 ) fl SiCI 3 , 

CF 3 C00(CH 2 ) 16 SiCI 3 und 

CF 3 (CF 2 ) g (CH 2 ) 2 SiCI 3 , 

sondern auch Monochlorsilan- odar Dichlorsilan-Oberflachenbehandlungsmittel mit nieder- 
em Alky! wie 

CF^CFjMCH^SiCUCH,)^. 
CF^CFjJ^CHJaSiCUCjHs)^. 
CF 3 CH 2 0(CH 2 ) l5 (SiCl n (CH 3 ) 
CF 3 CH a O(CH 2 ) 15 SiCl n (C 2 H 5 )3. n , 

CF 3 (CH 2 ) 2 Si(CH 3 ) 2 (CH 2 ) 15 SiCl l1 {CH3) w 

F(CF 2 ) 4 {CH 2 ) 2 Si(CH 3 ) 2 (CH 2 ) 9 Sia n (C 2 H3)^ f 

F(CF 2 ) e {CH2) a Si(CH 3 )2<CH a ) 9 Sia jl (CHJ^ 

CF3C00{CH 2 ) 1B SiCl n (CH 3 ) 3 . n und 

CF 3 <CF 2 ) 5 {CH 2 ) 2 SiCl n {CH 3 ) 3 , n 

(wobei n entweder 1 oder 2 bedeutet) 

Von den genannten ist das Trichlorsilan-Oberflachenbehandlungsmitte! am meisten 
bevorzugt, weil die Chlor-Silicium-Verbindungen, die nicht mit den Hydroxylgruppen der 
Oberfiache umgesetzt werden, mit benachbarten Chlor-Silicium-Verbindungen reagieren, 
wobei Siloxanbindungen entstehen, so daS die chemische Bindung der Schicht verstSrkt 
wird. 

Von den Trichlorsilanderivaten sind CF 3 (CF 2 ) n CH 2 CH 2 SiCI 3 (wobei n eine ganze Zahl zwi- 
schen etwa 3 und 25 ist, was sehr gut handhabbar ist) wegen der guten Ausgewogenheit 
ihrer wasser-, 61- und schmutzabweisenden Eigenschaften und ihrer funktionellen Eigen- 
scheften wunschenswert. Wenn Ethylen oder Acetylen in die Alkylkette elngebaut wer- 
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den, kdnnen nach der Biidung der monomolekularen Schicht durch Bestrahlung mit 
Elektronenstrahlen in einer GrbSenordnung von 5 Megarad Molekulbrucken gebildet 
werden. Auf diese Weise kann die HSrte der erfindungsgemSBen monomolekularen Schicht 
weiter verbessert werden. 

Das Fluoralkyl oder das AlkyI der fOr die Erfindung verwendbaren Chlorsilan-Oberffflchen- 
behandlungsmitte! kann sowohl unverzweigt sein, wie oben angegeben, als auch ver- 
zweigt. AuBerdem kann das erfindungsgemSGe Chlorsilan-Oberfiachenbehandlungsmittel 
mehr als zwei Fluoralkyl- oder Alkylsubstituenten haben (d.h. Substituenten der allgemei- 
nen Formel R 2 SiCI 2 , R 3 SiCI, RiR 2 SiCI 2 oder R^RaSiCI usw., wobei R, R 1# R 2 und R 3 ein 
Fluoralkyl oder ein AlkyI bedeuten). Zur Verstarkung der Adsorptionsdichte ist im all- 
gemeinen die unverzweigte Form bevorzugt. 

Bei einer der bevorzugten Ausfuhrungsformen der Erfindung, insbesondere wenn die 
Oberflache aus Harz ist, wird bevorzugt eine Silanolschicht auf der OberflSche gebildet, 
urn diese hydrophil zu machen, bevor die monomolekufare Schicht gebildet wird. Zur 
Biidung der Silanolschicht werden bevorzugt Chlorsilanderivate verwendet, die mindestens 
zwei Chloratome haben, die direkt mit etnem Slliciumatom verbunden sind, z.B. SiCl 4 , 
SiHCL 3 , SiH 2 CI 2 , CI-<SiCI 2 0) o -SiCI 3 (wobei n fur eine ganze Zahl steht), SiCl m (CH 3 ) w 
SiCl m (C 2 H 5 )^ m (wobei m fiir die ganze Zahl 2 oder 3 steht) und HSiCI 2 CH 3 , HSiCI 2 C 2 H 5 , 
weil das Chlorsilanderivat nach der chemischen Bindung an die OberflSche durch Wasser 
zu Silanol umgewandelt wird, so daft die OberflSche hydrophil wird. Unter den Chlorsilan- 
derivaten ist Tetrachlorsilan (SiCI 4 ), das sehr reaktionsfreudig ist, ein geringes Molekular- 
gewicht hat und daher in der Lage ist, an der Oberflache Hydroxylgruppen in hoher Dichte 
bereitzusteilen, am meisten bevorzugt. Auf diese Weise kfinnen somit die hydrophilen 
Eigenschaften der OberflSche besser verstarkt werden als durch die Oxidationsbehandlung. 
Daran kann beispielsweise ein beliebiges Chlorsiian-OberflSchenbehandlungsmittel, das ein 
Fluoralkyl enthalt, chemisch gebunden werden. Eine auf diese Weise gebildete chemisch 
gebundene Schicht hat eine hdhere Dichte. 

Als nichtwaBriges Losungsmtttel, das erfindungsgemaR zu benutzen ist, kommt jede 

organische L6sungsmitte1 in Betracht, das keinen aktiven Wasserstof f enthfllt, der mit dem 

OberflSchenbehandlungsmitte! auf Chlorsilanbasis reagiert. Beispiele dafQr sind Fiuorkoh- 

lenwassertoffe wie 

1 , 1 -Dichlor-1 -f luorethan, 

1 ,1 -Dichlor-2.2,2-trifluorethan, 

1 ,1 -Dichlor-2,2,3,3,3-pentafluarpropan, 

1 ,3-DichloM ,1 ,2,2,3-heptafluorpropan etc.; 
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Kohlenwasserstoffe wie Hexan, Octan, Hexadecan und Cyclohexan; Ether wie Dibutyl- 
und Dibenzytether; oder Ester wie Methyl,- Ethyl-, Isopropyl- und Amylacetat. 

Die arfindungsgemafie wasser- und olabweisende monomolekulare Schicht 4 kann un- 
mittelbar auf der Oberflache elnes Halbleiterchips gebildet werden, wie in Fig, 1 gezeigt 
ist; im Fall eines Festkorper-Farbbildsensors, der mindestens ein Farbfilter 6 aufweist, das 
auf einer transparenten Platte 5 gebildet ist, die mit dem Halbteiterbauelement verbunden 
ist (wie in Fig. 3 gezeigt), kann sie auf der transparenten Platte 5 gebildet sein. Die 
transparente Platte 5 besteht im allgemeinen aus Glas o.a.. Im Falle eines chipgebundenen 
Farbfilter-Festkorper-Farbbildsensors, der ein unmittelbar auf dem Halbleiterbauelement 1 
gebiidetes Farbfilter 6 aufweist (wie in Fig. 4 gezeigt), kann die wasser- und Olabweisende 
Schicht 4 aulXerdem unmittelbar auf dem Farbfilter 6 gebildet sein. Wie in Fig. 5 gezeigt, 
kann die wasser- und fllabweisende Schicht 4 auSerdem einzeln auf beiden Oberflachen 
eines Farbfilters 6 gebildet sein, der auf einer transparenten Platte 5 gebildet ist, und auf 
der OberflSche des Halbleiterbauelements 1 . Wie in Fig. 7 gezeigt, konnen dann das Filter 
6 und das Substrat 1 voneinander beabstandet mit Hilfe eines Klebers 7, der auch als 
Abstandshalter dient, miteinander verbunden sein. Auf diese Weise erhalt man einen 
Festkorper-Farbbildsensor, der ein Farbfilter 6 und ein Halbteiterbauelement 1 aufweist, die 
auf den einander gegenuberliegenden Oberflfichen eine wasser- und filabweisende Schicht 
tragen, 

Alle obenerwiihnten Ausfuhrungsformen werden von der Erfindung umfaGt. 

Beispiei 1 

Zunfichst wurde ein miteinem organischen L8sungsmittel gewaschenes Halbteiterbauele- 
ment 1 etwa 2 Stunden in ein nichtwaiSriges Losungsmittel getaucht, das ein Chlorsilan- 
Oberfiachenbehandlungsmittel m'rt einem Fluoralkyl enthielt, beispielsweise in eine Losung, 
die aus etwa 2 Gew.-% CF 3 (CF a ) 7 (CH 2 ) a SiCI 3 , 80 Gew.-% n-Hexadecan (verwendbar 
waren Toluol, Xylol oder Dicyclohexan), 1 2 Gew.-% Kohlenstofftetrachlorid und 8 Gew.- 
% Chloroform hergestellt wurde. Da auf der Oberflache des Halbleiterbauelements 1 eine 
Oxidschicht 2 gebildet war und die Oberflache der Oxidschicht 2 eine groSe Anzahl 
Hydroxylgruppen 3 enthalt (vgL Fig. 2), wurde das Chlorsiian-Oberflachenbehandlungs- 
mittel mit den Hydroxylgruppen umgesetzt und durch Abspaltung von Wasserstoff und 
Chlor gemaB einer Formel, wie sie beispielsweise als [Chem 1 1 angegeben ist, chemisch 
an die Oberflache gebunden. Dann wurde eine etwa 1 ,5 nm (1 5 Angstr5m) dicke Schutz- 
schicht als monomolekulare Fluoralkylschicht 4 gebildet, die chemisch an die ganze 
Oberflache des Halbleiterbauelements 1 gebunden wurde, wie in Fig. 1 gezeigt. 
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[Cham II 



CF 3 (CF,) 7 (CH 2 ) 2 SiO- 

I 

0- 



Beispiel 2 

Zunachst wurde ein Festkdrper-Farbbildsensor mit Farbfilter 6 auf einer transparenten 
Platte 5 aus Glas, die Ober einen Kleber 7 mit einem Festk3rper-Bildsensor verbunden war, 
mit einem organlschen Losungsmittel gewaschen. Dann wurde der Festkarper-Farbbildsen- 
sor wie bei Beispiel 1 etwa 2 Stunden lang in ein nichtwSftriges Ldsungsmittel getaucht, 
das ein Chorsilan-Oberflfichenbehandlungsmittel mit einem Fluoralkyl enthielt, beispiels- 
weise in eine Ldsung, die aus etwa 2 Gew.-% CF 3 {CF 2 MCH a ) 2 SiCI 3 , 80 Gew.-% n-Hexade- 
can (verwendbar waren Toluol, Xylol oder Dicyclohexan), 12 Gew.-% Kohlenstofftetra- 
chlorid und 8 Gew.-% Chloroform hergestellt wurde. Da auf der Oberflfiche der trans- 
parenten Platte 5 und des Halbleiterbauelements 1 des Festkdrper-Farbbildsensors eine 
Oxidschicht 2 gebildet war und die Oberflache dieser Oxidschicht eine grofte Anzahl 
Hydroxylgruppen 3 enthalt, wurde das OberflSchenbehandlungsmittel mit der Hydrox- 
ylgruppe umgesetzt und durch Abspaltung von Wasserstoff und Chlor chemisch an die 
Oberflache gebunden, und zwar entsprechend der als [Cham 1 ] angegebenen Formel. 
Dann wurde eine etwa 1 5 Angstrdm dicke Schutzschicht als monomolekulare Fluoralkyl- 
schicht 4 gebildet, die an die gesamte Oberflache der transparenten Platte 5 chemisch 
gebunden wurde, wie in Fig. 3 gezeigt. Der Zustand, daft eine wasser- und dlabweisende 
Schutzschicht auf dem Bildbereich mit dem Farbfilter gebildet war, wurde in Fig. 3 nur im 
Hinblick auf die Aufgabe der Erfindung gezeigt, bei einem Festkerper-Farbbildsensor 
Bildfehler zu verhindern. 

Beispial 3 

Zunachst wurde ein auf einem chipgebundenen Farbfilter-Festkdrper-Farbbildsensor mit 
einem Farbfilter 6 aus organischem Material, das unmittelbar auf einem Halbleiterbauele- 
ment 1 gebildet war, einer Plasmabehandlung, der Bestrahlung mit UV-Licht usw. unter- 
worfen, urn die Oberflache des organischen Filters hydrophil zu machen. Anschliefiend 
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wurde das Festkdrper-Farbbildahtastbauelement wie bei Beispiel 1 etwa 2 Stunden lang 
in ein nichtw3(3riges LSsungsmittel getaucht, das ein Chlorsilan-Oberf ISchenbehandlungs- 
mittel mit einem Fluoralkyl enthielt, beispielsweise in eine UJsung, die aus etwa 2 Ge w.-% 
CF 3 (CF 2 )7(CH 2 ) 2 SiCl3 r 80 Gew.-% n-Hexadecan (verwendbar waren Toluol, Txlol oder 
Dicyclohexan), 1 2 Gew.-% Kohienstofftetrachlorid und 8 Gew.-% Chloroform hergesteilt 
wurde. Da auf der Oberflache des Farbfilters 6 und des Halbfeiterbauelements 1 des 
Festkorper-Farbbildsensors eine Oxidschicht 2 gebildet war und die OberflSche dieser 
Oxidschicht eine gro&e Anzahl Hydroxylgruppen 3 enthfiit, wurde das Chlorsilan-Ober- 
flachenbehandlungsmittel mit der Hydroxylgruppe umgesetzt und durch Abspaltung von 
Wasserstoff und Chlor chemisch an die OberflSche gebunden, und zwar entsprechend der 
als [Chem 1 ] angegebenen Formal. Dann wurde eine etwa 1 5 Angstrdm dicke Schutz- 
schicht als monomolekulare Fluoralkylschicht 4 gebildet, die an die gesamte Oberflache 
des Farbfilters 6 chemisch gebunden wurde, wie in Fig. 4 gezeigt. Der Zustand, daft auf 
dem Bildbereich mit dem Farbfilter eine wasser- und olabweisende Schutzschicht gebildet 
war, wurde in Fig. 4 nur im Hinblick auf die Aufgabe der Erfindung gezeigt, bei einem 
Festk6rper-Farbbildsensor Bildfehler zu verhindern. 

Beispiei 4 

ZunSchst wurden, wie in Fig. 5 gezeigt, ein auf einer transparenten Platte 5 gebildetes 
Farbfilter 6 und ein Halbleiterbauelement 1 , auf dem ein Festk&rper-Bildabtastbauelement 
gebildet war, einzeln wie bei Beispiel 1 behandelt, wodurch auf der gesamten jeweiligen 
Oberflache eine chemisch gebundene monomolekulare Schutzschicht 4 entstand. 

Anschlie/Send werden, wie in Fig. 6 gezeigt, die Klebebereiche 8 des Farbfilters 6 und des 
Haibleiterbauelements 1 jeweils trocken geatzt, um die chemisch gebundene monomoleku- 
lare Schutzschicht 4 teilweise von diesen Bereichen zu entfernen. 

Zuletzt wurde, wie in Fig. 7 gezeigt, auf die geStzten Bereiche ein Kleber 7 aufgetragen, 
um das Farbfilter 6 und das Festkfirper-Bildabtastbauelement miteinander zu verbinden und 
so einen Festkorper-Farbbildsensor zu schaffen. 

Beispiel 5 

Bei diesem Beispiel wurde die wasserabweisende Eigenschaft des Siliciumsubstrats mit der 
bzw. ohne die erfindungsgemSBe chemisch gebundene Schicht durch Messen des Kon- 
taktwinkels abgeschStzt. 
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Die wasserabweisenden Eigenschaften eines Festkorpers warden im allgemeinen durch 
Messen des Kontaktwinkels zwischen einer Fldssigkeit und der Oberf lache das Festk6rpers 
abgeschatzt. Rg. 8 zeigt den Zustand der Benetzung, bei dam ein Flflssigkeitstropfen auf 
einen Festkdrper gegeben wird. Die Beziehung zwischen Benetzung und Kontaktwinkel 
wird wie folgt angegeben: 

A = y 3 - 

(wobei A: Netzbarkelt {mN/m), y s : Oberflachenspannung des Festkdrpers, y^: Grenz- 
flfichenspannung zwischen Festkdrper und FlOssigkeit. 6: Kontaktwinkel). Je grBBer daher 
der Kontaktwinkel 9, desto kleiner wird A, was geringere Netzbarkeit, d.h. starkere 
Wasserabweisung bedeutet. 

Der Kontaktwinkel wurde mit einem automatischen WinkelmeSgerat (Typ CA-Z, Hersteller 
Kyowa Kaimenkagaku Co., Ltd.) gemessen, die in Fig. 9 gezeigt ist. Der Versuch wurde 
in einem Reinlabor durchgefuhrt, in dem Tamperatur, Feuchtigkeit und Staubgehait 
gesteuert waren. Die bei der Messung verwendete FlOssigkeit war reines Wasser. 

Der an der Spitze 1 0 der Injektionsnadel des Gerats gebildete FIQssigkeitstropfen 9 wurde 
auf die saubere Oberflache des Siliciumsubstrats 1 1 sowohl mit dem erfindungsgemaBen 
chamisch gebundenen Filter als auch ohne dasselbe aufgebracht, indem die Nadel mit der 
jeweiligen Oberflache in Berfihrung gebracht wurde. Der Tropfen 1 auf der Oberf ISche des 
Substrats 1 1 wurde mit einer CCD-Kamerra 1 2 durch ein Mikroskop f otografiert. Das Foto 
wurde dann einer Bildanalyse duch einen Computer unterzogen, und die Kontaktwinkel 
wurden automatisch gemessen. 

Das Ergebnis war, daR der FIQssigkeitstropfen auf der Oberflache des Substrats ohne das 
erfindungsgemaSe Filter uber das ganze Sehfeld des Monitors unregelmSBig verteilt war. 
Die Form der Tropfengrenze war instabil und die Messung unglelchmaBig, jedoch ergab 
sich ein mittlerer Winkel von etwa 5°. Demgegenuber hatte der Kontaktwinkel des 
Fliissigkeitstropfens auf der Oberflache des Substrats mit der erfindungsgemaOen mono- 
molekularen Schicht etwa 100°. 

Beisplet 6 

In ahnlicher Weise wie bei Beispiel 5 wurde die elabweisende Eigenschaft gemessen, 
indem statt Wasser ein Gemisch aus Wasser und Ethylenglykolmonoethylether verwendet 
wurde. Das Ergebnis lautet wie folgt: 
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Gehalt an Ethylenglykolmonoethylether Kontaktwinkel 
(Gew.-%) 



97,0% 
14.4% 



63.0° 
84.3° 
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Patantanspruche 



1 . Halbleiterbauelement (1), aufweisend eine chemisch an eine Oberflache der Vor- 
richtung gebundene wasser- und olabweisende Schicht (4), 

dadurch gekennzeichnet, daft 

die Schicht (4) mit Siloxan-Bindungen chemisch an die Oberflache gebunden ist, 
Fluoralkyl* oder Alkylgruppen aufweist und eine Dicke in der GrOSenordnung eines 
Nanometers hat. 

2. Festkfirper-Farbbildsensor, aufweisend ein Halbleiterbauelement (1), ein Farbfiiter 
(6) und eine transparente Platte (5), die in dieser Reihenfolge eng aneinderhaften, 
wobei an die obere Oberflache der transparenten Platte (5) eine wasser- und 
filabweisende Schicht (4) gemSB Anspruch 1 chemisch gebunden ist. 

3. Festkflrper-Farbbildsensor nach Anspruch 2, wobei das Farbfiiter (6) und die 
transparente Platte (5) eng aneinanderhaften und an dem Halbleiterbauelement (1 ), 
die dem Farbfiiter (6) gegenObersteht, mit einem Abstand anhangen und wobei die 
wasser- und olabweisende Schicht (4) an jede Oberflache der transparenten Platte 
(5), des Farbfilters (6) und dem Halbleiterbauelement (1) chemisch gebunden ist. 

4. Festkorper-Farbbildsensor nach Anspruch 3, wobei die Schicht aus Fluoralkyl- Oder 
Alkylgruppen eine monomotekulare Schicht ist. 
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Fig. J 
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